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4H-SiC エピ膜で観測された以上の傾向は，エピ膜の基板となる SiC ウェハが有する「オフ方向に垂











[1] K. Yamada et al., Mater. Sci. Forum 
778-780, 545 (2014). 
[2] K. Ashida et al., J. Vac. Sci. Technol. B 
33, 04E104 (2015). 
図 1．4H-SiC エピ膜表面の (a) LE-ECC 像 及び (b) 
AFM により測定した同領域の高さプロファイル． 
